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選擇題 25 題，每題 4 分，共 100 分 

1. (    ) 關於 D-MOSFET 的閘極輸入電阻很大，是由於輸入為 (A)逆向偏壓 (B)順向偏壓 (C)二氧化矽絕緣材質 (D)

未加電壓  

2. (    ) 以下有關 MOSFET 三種基本放大組態之電容米勒放大效應之敘述，何者正確？ (A)等效輸入電容量Ci之大小比

為 CD >CS > CG (B)等效輸入電容量Ci之大小比為 CG >CS > CD (C)操作頻寬大小比為 CS > CD > CG (D)操作頻寬

大小比為 CG > CD > CS  

3. (    ) 有一個空乏型 N-MOSFET 操作於夾止區，輸出的直流汲極電流IDQ = 5mA，歐力電壓為 120V，則交流汲極電阻 

rd為何？(A)24Ω (B)600Ω (C)6kΩ (D)24kΩ  

4. (    ) 如圖 1 所示的共源極放大器的偏壓電路設計中，下列敘述何者有誤？(A)RG1和RG2用於設定閘極偏壓 (B)RS可

增加電路穩定性及提高增益值 (C)RD的功用是將電流轉換成電壓變動並設定汲極電壓 (D)最適合 MOSFET 作小信號

放大的工作區為夾止區  

   圖 1        圖 2          圖 3 

5. (    ) 如圖 2 所示之 FET 小信號模型電路，其中考慮rd電阻，則電壓增益為何？(A)
−μRD

RD+rd+RS(1+μ)
 (B)

−μRD

RS+rS+RD(1+μ)
 

(C)
−μ(RD//rd)

RS
 (D)

−μ(RD//rd)

RS+rS
  

6. (    ) 如圖 3 所示，若 VDD=20V、VGG=3V、Vt=2V、K=2m
A

V2
、RD=5kΩ、RG=2MΩ，若輸入信號Vi=0.3sin1000tV，試

求汲極電壓VD的變動範圍為何？(A)4V~16V (B)4V~10V (C)4.8V～11.2V (D)6V～16V  

7. (    ) 有關 FET 電晶體三種組態電路的比較，下列何者有誤？(A)CS 相位反相，CD 與 CG 相位同相 (B)CS 適合應用

於緩衝電路 (C)CD 適合應用於阻抗匹配電路 (D)CG 適合應用於高頻電路  

8. (    ) 如圖 4 所示如圖所示電路，電晶體參數為：Vt=1V、K=1m
A

V2
，忽略通道調變效應及基體效應，若假設Rsi=0Ω，

當RL=∞、RL=30kΩ、RL=6kΩ時，則下列敘述何者正確？(A)當RL=∞，此電壓增益最大 (B)當RL=30kΩ，此電壓增

益最大 (C)當RL=6kΩ，此電壓增益最大 (D)RL對電壓增益完全沒有影響  

圖 4        圖 5          圖 6 

9. (    ) 如圖 5 所示，若RG1=4MΩ、RG2=2MΩ、RS=1.8kΩ、RD=6kΩ、RL=3kΩ、RVs=20Ω、gm=5mA/V，試求AVS為何？

(A)6.4 (B)8 (C)9 (D)10  

10. (    ) 如圖 6 所示 BiMOS 串極放大電路為何種類型之串級放大電路？(A)CS−CE (B)CD−CE (C)CS−CS (D)CD−CS  
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11. (    ) 有關 MOSFET CS 組態電路與 CG 組態電路組成之疊接放大電路，下列敘述何者正確？(A)總電壓增益小於 1 

(B)輸出電壓與輸入電壓同相位 (C)共閘極組態電路用來提升輸入阻抗 (D)有效減低米勒電容效應  

12. (    ) 已知 FET 之轉移電導為 3mA/V，汲極輸出電阻為 30kΩ，則放大因數𝜇為多少？(A)10M (B)0.1𝜇 (C) -90 (D)90 

13. (    ) 如圖 7 所示，若RG=2MΩ、RD=30kΩ、RS= 2kΩ、RL=30kΩ、gm=2mA/V，試求Zi及Zo為何？(A)Zi = 500Ω，Zo = 15kΩ 

(B)Zi = 500Ω，Zo = 30kΩ (C)Zi = 2MΩ，Zo = 15kΩ (D)Zi = 2MΩ，Zo = 30kΩ  

圖 7        圖 8          圖 9 

14. (    ) 承上題如圖 7 所示，試求AV及Ai為何？(A)AV = −30，Ai = −2000 (B)AV = −30，Ai = 2000 (C)AV = −7.5，

Ai = −500 (D)AV = −7.5，Ai = 500 

15. (    ) 如圖 8 所示，若R1=1.8MΩ、R2=1.8MΩ、RD=13.5kΩ、RS= 2kΩ、VP = −5V、IDSS = 20mA、IDQ = 5mA，試求AV及

Ai為何？(A)AV = −54，Ai = −3600 (B)AV = −54，Ai = 3600 (C)AV = −6，Ai = −400 (D)AV = −6，Ai = 400 

16. (    ) 如圖 9 所示，若k = 1m
A

V2
，試求該電路的AV為何？(A)AV = −10 (B)AV = −20 (C)AV = −40 (D)AV = −80 

17. (    ) 如圖 10 所示，若RG=3MΩ、RD=1.8MΩ、RS=3kΩ、RL=6kΩ、√IDSS ∗ ID = 20mA且VP=–4V，試求gm及Zo為何？

(A)gm = 10mS，Zo = 95Ω(B)gm = 40mS，Zo = 95Ω (C)gm = 10mS，Zo = 2kΩ (D)gm = 40mS，Zo = 2kΩ 

圖 10        圖 11         圖 12 

18. (    ) 承上題如圖 10 所示，試求AV及Ai為何？(A)AV = 1，Ai = 500 (B)AV = 1，Ai = −500 (C)AV = 0.95，Ai = 475 

(D)AV = 0.95，Ai = −475 

19. (    ) 如圖 11 所示，若FET的VT = 5V、ID=1mA、VA=∞V，試求電路的gm及AV？(A)gm = 2√
1

5
mS，AV =

32

3
√
1

5
 

(B)gm = 2√
1

5
mS，AV =

16

3
√
1

5
 (C)gm =

2

5
mS，AV =

32

15
 (D)gm =

2

5
mS，AV =

8

3
 

20. (    ) 如圖 12 所示之放大電路，設 MOSFET 之VT=1V，K=1.5m
A

V2
，則其gm及VGS為？(A)gm = 3mS，VGS = 2V 

(B)gm = 1.5mS，VGS = 2V (C)gm = 1mS，VGS =
1
3
V (D)gm = 2mS，VGS =

1
3
V 
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21. (    ) 如圖 13 所示 MOSFET 疊接放大電路RG1=3MΩ、RG2=3MΩ、RD=3kΩ、RS=2kΩ，已知均操作於飽和區且gm1 =

30mS、gm2 = 40mS，VA=∞V，則電壓增益為何？(A)AV = −1.5 (B)AV = −30 (C)AV = −60 (D)AV = −90 

圖 13         圖 14          圖 15 

22. (    ) 如圖 14 所示，若ID1 = 8mA、ID2 = 2mA、k1 = k2 = 2m
A

V2
、RS=1kΩ，則Zo2為何？(A)Zo2 = 100Ω(B)Zo2 = 200Ω 

(C)Zo2 = 1kΩ (D)Zo2 = 1.25kΩ 

23. (    ) 承上題如圖 14 所示，若RG1 = 3MΩ、RG2 = 3MΩ、RD1 = 2kΩ、RD2 = 2kΩ，則AVT為何？ (A)AVT = −32 

(B)AVT = 32 (C)AVT = −12.8 (D)AVT = 12.8 

24. (    ) 如圖 15 所示，若k1 = 9k2且 M1 與 M2 皆操作於夾止區，則AV為何？(A)AVT = −1.732 (B)AVT = −3 

(C)AVT = −9 (D)AVT = −12 

25. (    ) 承上題如圖 15 所示，若gm1 = 3mS，則Zo為何？(A)Zo = 250Ω(B)Zo = 333Ω (C)Zo = 1kΩ (D)Zo = 1.33kΩ 

 


